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[はじめに]：酸化物半導体は、印刷及び塗布技術を利用したフレキシブルデバイスの作製に適用可能な

電子材料の一つである。我々はこれまでに酸化物半導体の前駆体材料や焼成プロセスに関する検討を行っ

ており、前駆体材料の印刷膜及び塗布膜へのマイクロ波照射によって短時間に酸化物半導体が形成できる

事を報告している[1-3]。今回は、低温且つ短時間でのプロセスにより酸化物半導体の性能を向上させるこ

とを目的として、マイクロ波照射と紫外・可視光照射とを組み合わせた焼成プロセスを検討したので報告

する。 

[実験方法]：酸化物半導体前駆体溶液は、硝酸インジウ

ム、硝酸ガリウム、酢酸亜鉛、2-メトキシエタノール及

びエタノールアミンを用いて調製した。その前駆体溶液

を酸化膜付シリコンウェハー上にスピンコートで成膜し、

マイクロ波(2.45 GHz)で前駆体塗布膜表面が 200℃とな

るよう 5 分間焼成後、室温でエキシマランプ(172 nm)で

１分、またはキセノンフラッシュランプ（240～800 nm、

パルス幅 1000μｍ、焼成周期 1000ｍｓ）で光焼成を行った。

その後 Al のソース・ドレイン電極を蒸着してトップコンタク

ト型の薄膜トランジスタ（TFT）を作製し、窒素雰囲気下で TFT特性の測定を行った。 

  [結果と考察]： 図１は、マイクロ波照射とその後エキシマランプまたはキセノンフラッシュランプで光

照射した後の TFT 特性を示している。マイクロ波焼成のみではオン電流が 10－7A と非常に低いのに比べ、

その後各光照射を行うことでオン電流の劇的な増加がみられた。またオフ電流は 10－12A 台でほとんど変化

はなく、マイクロ波照射のみより TFT特性を向上させることができた。 
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